
mMiIKPSeslektronik 

Information 

1k statisches RAM U215D U215D1 

U225D U225D1 

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind hochintegrierte, statische Schreib- 
Lese-Speicher (sRAM) mit wahlfreiem Zugriff. Die Speicher sind in der Form 1024 x 1 bit 
organisiert. Diese Schaltkreise werden in n-Kanal-Silicon-Gate/ED-Technologie gefertigt. 
Der U 215 D und der U 215 D 1 besitzen einen Open-drain-Ausgang. Dagegen verflügen der 
U 225 D und der U 225 D 1 über einen Tri-state-Ausgang. 
Die Schaltkreise U 215 D und U 225 D unterscheiden sich vom U 215 D 1 und U 225 D 1 
lediglich in der Zugriffszeit. 
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Bild ?: Aznschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen 



Bezeichnung der Anschlüsse: 

40 &9 Adresseneingänge 
DO Datenausgang 
DI Dateneingang 
W Schreibsginal 
s Chip-select-Eingang 
Voc Betriebsspannung 
Vas Bezugspotential 

e
“
 

Bild 2: Gehäuseabmessungen 

Beschreibung 

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 besitzen eine Speichermatrix von 32 Zeilen und 

32 Spalten (1024 bit). Zur Adressierung über 10 Adressenleitungen stehen 32 Zeilen- und 
32 Spaltendekoder zur Verfügung. 
Die Schaltkreise besitzen einen Chip-select-Eingang (T5). Liegt an diesem L-Pegel an, ist 
der Schaltkreis aktiviert. Wird 75 auf H-Pegel gelegt, sind nach einer Verzögerungszeit die 
Tri-state-Ausgänge der U 225 D/D 1 hochohmig. Bei den Schaltkreisen U 215 D/D 1 liegt nach 
der TS-Abklingzeit der Ausgang DO auf H-Pegel. 

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 können in den zwei Betriebsarten "Lesen" und 
"Schreiben" arbeiten. In der Betriebsart "Lesen" (TS = U,,; WE = U, Steht die Information 
am Datenausgang DO nicht negiert bereit. In der Betriebsart "Schreiben" (TS = U,,; WE = U,,) 
werden die am Dateneingang DI anliegenden Informationen in die an A 0 ... A 9 adressierten 
Speicherzellen übernommen. Ein gleichzeitiges Lesen ist nicht möglich. 
Alle Ein- und Ausgänge der Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind TTL-kompatibel. 

Mit einem U 215 D/D 1 lassen sich 7 1TL- bzw. 33 Low-power-Schottky-TTL-Lasten treiben, mit 
einem U 225 D/D 1 dagegen nur 4 TTL- bzw. 19 Low-power-Schottky-TTL-Lasten. 
Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 besitzen einen chipinternen Substratvorspannungs- 
generator. Durch die damit verbundene Verringerung der Sperrschichtkapazität wird eine höhere 
Geschwindigkeit erreicht. Gleichzeitig wird durch die negative Substratvorspannung eine ne- 
gative Eingangsspannung (-0,5 V) zulässig. 
Hauptsächlich werden diese Schaltkreise in Arbeitspeicheranordnungen für Mikroprozessor- 
systeme eingesetzt. 

Betriebsart Eingänge Ausgänge 

K WE | DI U 215 D/D 1 U 225 D/D 1 

nicht ausgewählt| H baliebig H HIGH Z 

Schreiben L L L L E HIGH Z 
Schreiben H L L H H HIGH Z 

Lesen L E beliebig DO DO 



Grenzwert 

Kennwert Kurzzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannung V -0,5 7 v 
Eingangsspannung an vr =0,5 F Y 
allen Eingängen 

Ausgangsspannung W -0,5 7 v 
Ausgangkurzschlußstrom I 20 mA 
Verlustleistung Py 1 W 
Betriebstemperatur „7„ o 70 s 
Lagerungstemperatur ar -55 125 °% 

Statische Betriebsbedingungen (bezogen auf Ug; = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min, typ-. MaX, Einheit 

Betriebsspannung Voc 4,75 5 5,25 Y 

Eingangsspannung Low UIL -0,5 0,8 v 

Eingangsspannung High Urg 2 Voc v 
Umgebungstemperatur e ( 25 70 ° 

‚amische Betriebsbe: ‚en (bezogen auf Ugg = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen min,. max,. Einheit 

U_215 D/D _1 
TS-Vorhaltezeit tacs 3 45 ns 
TS-Abklingzeit tros 40 n& 
Gültigkeitsdauer der DO-In« — toy 10 ns 
formation nach Adressenänderung 
WE-Vorhaltezeit tws 40 ns 
WE-Abklingzeit *R 5 45 ns 

U_225 D/D 1 
TS-Vorhaltezeit tacs 5 45 ns 
Verzögerung zwischen OS tzrRCcs 40 ns 
und HIGH Z 
Gültigkeitsdauer der DO-In- — *o 10 ns 
formation nach Adressenänderung 
Verzögerung zwischen WE t 40 ns 
und HIGH Z 2 
WE-Abklingzeit m 5 45 ns 

U_215 D/D 1 und U 225 D/D ı 
Schreibimpulsbreite *y 50 ns 
Datenaufbauzeit tysD 5 ns 
Datenhaltezeit *a 5 ns 
Adressenaufbauzeit sa 30 ns 
Adressenhaltezeit ama 5 n8 
TS-Aufbauzeit twscs 5 ns 
TS-Haltezeit *mıcs 5 ns 



Statische Kennwerte (bezogen auf Ug = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen| Meßbedingung min. max. Einheit 

L-Eingangsstrom I Ugg=5,25 V 50 ja 
Urg = 0,4 V 

H-Eingangsstrom AIr Uggg = 525 V 50 fa 
Ug = 45 V 

L-Ausgangsspannung v Ug = 475 V 0,8 v OTE 0L cc , 
Io1 = 12 mA OL 

L-Ausgangsspann: v Ucc= 475 V 0,8 v 
U225.D/ 1 @ N . 'OL 
Ausgangssperrstrom g Uco =5,25 V 110 ja U 215 D/D i 01 l‚cc E 4‘5 ; / 

o >4 
Ausgangssperrstrom z Ucc=5,25 V 70 ja 
u'285 D/D'1 0 U m 0,5.442,4 V f O = 0,5.442, 
H-Ausgangsspannung Vor og = 475 V 2,4 v 

IO = 2,2 mA 
Eingangskapazität 0; U =0 V 5 pr 

Ausgangskapazität % u =0 V 8 PF 
Uog=5 V 

Stromaufnahme og 100 mA 

che Kennwerte (bezogen auf Ug = 0 V) 

Kennwert Kurzzeichen| Meßbedingung mia. mex. Einheit 

Zugriffszeit + Ucg = 475 V 95 ns 
U 215 D/U 225 D 4k BA 
Zugriffszeit * Ug = 475 V 140 n 
U 215 D 1/U 225 D 1 AR n 

A0..A9 15V 

tAA 
f 

DO Daten ungültig Daten gültig 

Lesezyklus 

s 45 

+| 

DO 

Verzögerung U3 zu DO 

Bild 3: Impulsdiagramm Lesezyklus U 215 D/D 1 
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Bild 4: Impulsdiagramm Schreibzyklus U 215 D/D 1 

A0...A9 
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Do Daten ungültig Daten gültig 

Lesezyklus 
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DO HIGH Z 

Verzögerung 73 zu DO 

Bild 5: Impulsdiagramm Lesezyklus U 225 D/D 1 
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Bild 6: Impulsdiagramm Schreibzyklus U 225 D/D 1 

DO HIGH Z 

Bild 7: Verzögerungszeiten WE und S zu HIGH (U 225 D/D 1)
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Bild 8: Blockschaltbild 

Internationale pinkompatible Äquivalenztypen 

1yp Äquivalenz#yp Hersteller 

U 215 D SN 74 LS 314 J 3 Texas Instruments 
SN 74 LS 314 N 1) Texas Instruments 
2115 F 
‚2115 LI Mullard 
2115 I Philips 
2115 LF Signetics 
2115 IN Valvo 
2115 N 

U 215 D 1 SN 54 LS 314 J ä} Texas Instruments 
u 225 D SN 74 LS 214 J 1) Texas Instruments 

SN 74 LS 214 N 1) Texas Instruments 
2125 F 
2125 I Mullard 
2125 LF Philips 
2125 LI Signetics 
2125 IN Valvo 
2125 N 

U225D 1 SN 54 LS 214 J 1) Texas Instruments 

1) in TTL-Technik gefertigt 
Alle Äquivalenztypen haben eine geringere Verlustleistung, 



Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und enthälrt keine Verbind- 

lichkeiten zur Produktion, Die gültige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist 

der Typstandard, Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. 

Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. 

Die Behandlungsvorschriften für MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, da andern- 

falls eine Reklamation nicht anerkannt werden kann. 
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